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１．概要（Summary） 

圧電薄膜を利用した MEMS 開発において、下部電極

のMoスパッタとエッチング、圧電薄膜のエッチング、上部

Mo電極のスパッタ、リフトオフの検討をナノテクノロジープ

ラットフォームの装置を利用して行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

両面アライナ露光装置群一式、芝浦スパッタ装置、ア

ルバック 多用途 RIE 装置、膜厚計、Dektak 段差計、

デジタル顕微鏡 

【実験方法】 

熱酸化膜を形成したシリコン基板に下部電極となる Mo

膜を堆積した。Mo 膜上に堆積する圧電薄膜の配向性を

確保するため、(110)配向の Mo 膜を形成する必要がある。

Mo スパッタ条件として、基板加熱、Ti の有無と膜厚、Mo

膜厚を検討した。 

Mo 下部電極の端がテーパーとなるようにエッチングガ

ス流量比とレジスト形状を検討した。 

Mo 上部電極のパターンニングはリフトオフ法とし、レジ

ストはリフトオフ用レジスト ZPN1150を用いた。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

シリコン酸化膜上に接着層として Ti 層を形成し、その

上に加熱スパッタでMo膜を形成することで、(110)配向、

FWHM が 2.305°の Mo 薄膜を成膜できた。X 線回折

測定結果を Fig. 1に示す。 

Mo 下部電極のパターニングはレジストの高温ベークと

エッチングガスCF4とO2の流量比を調整することで、テー

パー形状を調整し、目標形状を達成した。その断面SEM

像を Fig. 2に示す。 

Mo 上部電極はリフトオフ法により、圧電薄膜へのダメ

ージ無く形成することができた。 

 

    Fig. 1  XRD rocking curve of Mo film. 

 

Fig. 2 SEM image of Mo electrode. 

 

４．その他・特記事項（Others） 

検討を進めるにあたり、技術的なご支援を頂いた東北

大学マイクロシステム融合研究開発センターのスタッフ

の皆様に感謝いたします。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

なし。 

 

 

 


